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我々は次世代X線天文衛星「FORCE」への搭載を目的とし、SOI(Silicon On Insulator)技術を用いたX線半
導体検出器「XRPIX」の開発を行なっている。半導体検出器を軌道上で運用した際、検出器は宇宙線等による損
傷を受ける。放射線損傷は、放射線の総量に応じて性能が劣化するような損傷と、荷電粒子 1個が入射した際に
確率的に引き起こされる損傷 (SEE: Single Event Effect)の二つに大きく分けられる。前者について、我々は過
去に調査を行い、最も良いスペクトル性能を持つ新型構造を導入したXRPIXで、衛星軌道上約 100年の損傷量
でもスペクトル性能に問題なく動作させることができることを明らかにした。後者の SEEについては、SOIを
用いているXPPIXでは SEEの発生確率が小さいことが予想されているが、衛星搭載品の設計や軌道上での運用
を考える必要があるため、SEEの発生頻度を事前に知っておく必要がある。そこで、我々はXRPIXでは初めて
LET(Linear Energy Transfer)が 0.0220 ∼ 66.5 MeV/(mg/cm2)の様々な粒子線を用いた SEE耐性評価実験を
行った。その結果、3.7 ± 0.7 MeV/(mg/cm2)という SEEの LET Thresholdを求めることができた。本講演で
は、SEE耐性評価実験の結果を報告し、今後の衛星搭載品の設計や軌道上運用への SEEによる制約についても
議論する。


